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(g)Tragerband und Verfahren zum Herstellen eines solchen Tragerbandes 

@ Das Tragerband weist eine dauerhaft mrt etner Dielektri- 
kumsschicht (7) verbundene Metallschicht (1) auf. Eine 
k(8berfreie Verbindung wird dadurch erreicht da& die 
Metallschicht (1) mit Verzahnungselementen (3) versehen 
ist, die in die Dielektrikumsschicht (7) zur Halterung eingrei- 
fen. 
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Die Erfindung betrifft ein Tragerband mit einer Me- 
tallschicht und einer Dielekirikumsschicht. welche mit- 
einander feststehend verbunden sind. 

Solche Tragerbander werden vornehmlich zur Hake- 
rung und Kontaktierung von Chipmodulen, insbesonde- 
re Chipkartenmodulen eingesetzt. Das Tragerband be- 
steht hierbei aus einer Vielzahl von aneinanderhangen- 
den Tragerelementen, auf denen die Chipmodule bzw 
Chipkartenmodule gehaitert und mit den Kontaktstel- 
len des Tragerelementes elektrisch verbunden werden. 
Die bisher verwendeten Tragerbander fiir Chipkarten- 
module sind iiberwiegend schichtartig aufgebaut und 
verfugen im allgemeinen iiber eine Kupferschicht, wel- 
che durch einen geeigneten KJebstoff mit einer Dielek- 
trikumsschicht, z. B. Glas-Epoxy, dauerhaft verbunden 
ist- Die Kupferschicht, die mit einem geeigneten Galva- 
nikiiberzug, z. B. Nickel oder Gold, uberzogen sein 
kann, weist derzeit eine Dicke von 35 oder 70 ^im auf. 
Die Dielektrikumsschicht hat eine Dicke von etwa 100 
bis 120 \im und die zwingend notwendige KJebstoff- 
schicht eine Dicke von etwa 20 bis 30 jxm. 

Bei der Herstellung der bekannten Tragerbander 
wird zunachst die als Kupferfolie vorliegende Kupfer- 
schicht mittels Fotolithographie strukturiert Anschlie- 
Bend wird auf die Kupferfolie ein galvanischer Uberzug 
aufgebracht. Des weiteren wird die Dielektrikums- 
schicht, also z. B. das Glas-Epoxyband, gestanzt und 
schlieBlich die Kupferschicht und die Dielektrikums- 
schicht mit einem geeigneten Kleber zusammengefiigt. 

Die zwingende Verwendung eines Klebstoffes zum 
Aneinanderfiigen der Kupferschicht und der Dielektri- 
kumsschicht fuhrt zu einer Reihe von Problemen. Beim 
Durchlauf durch die Produktionslinie, in der das Trager- 
band mit Chipkartenmodulen bzw. Chipmodulen be- 
stuckt wird, ist das Tragerband temperaturintensiven 
Prozessen ausgesetzt. Diese temperaturintensiven Pro- 
zesse fuhren zu Ausgasungsriickstanden des Klebstof- 
fes, welche z. B. beim Verdrahten des Chipkartenmodu- 
les bzw. Chipmodules mit dem Tragerband zu Kontakt- 
probiemen fuhren. Dieses Problem besteht insbesonde- 
re dann, wenn die Kontaktstellen des Tragerbandes 
durch sog. Wire-Bonden mit dem Chipkartenmodul 
bzw. Chipmodul durchgefiihrt wird, da dieses Verbin- 
dungsver^ahren hochreine Kontaktstellen erfordert, Es 
hat sich herausgestellt, daB die Klebstoffaufbringung 
und der LaminierprozeB, also das Zusammenfugen des 
Kupferbandes und der Dielektrikumsschicht etwa 30% 
der gesamten Tragerbandkosten verursachen. Dariiber 
hinaus ist der verwendete KJebstoff auch beim spateren 
Einkleben des auf das Tragerband aufgebrachien Chip- 
modules in die Chipkarte nachteilig. 

Die Erfindung hat das Ziel, ein Tragerband bereitzu- 
stellen, bei dem auf die Verwendung von Klebstoff ver- 
zichtet werden kann, sowie ein Verfahren zum Herstel- 
len eines solchen klebstoffreien Tragerbandes anzuge- 
ben. 

Dieses Ziel wird fiir das Tragerband dadurch erreicht, 
daS die Metallschicht des Tragerbandes auf ihrer der 
Dielektrikumsschicht zugewandten Flache Verzah- 
nungselemente aufweist, welche in die Dielektrikums- 
schicht zur Halterung eingreifeti. 

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung 
handelt es sich bei den Verzahnungselementen urn sten- 
gelkristalline Strukturen, im folgenden als Dendriten 
bezeichnet, die auf der der Dielektrikumsschicht zuge- 
wandten Flache der Metallschicht angeordnet sind. 
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Dendrite sind veras^^MKristalle, die beispielsweise 
durch elektroIytische^BKcheiden erzeugt werden kon- 
nen. Das Tragerband kann deshalb eine handelsubliche 
Metallfolie, z. B. eine handelsubliche Kupferfolie sein, 
5 die in gewunschter Weise je nach AuBenkontur des Tra- 
gerelementes gestanzt ist Auf diese gestanzte handels- 
ubliche Metallfolie werden dann durch die erwahnte 
elektrolytische Abscheidung Dendriten an einer Flache 
aufgebracht. Dies geschieht also durch einen elektro- 
. 10 chemischen ProzeB aus der Galvanik. AnschlieBend 
wird die mit den Verzahnungselementen versehene Fla- 
che der Metallschicht in die Dielektrikumsschicht ge- 
druckt, wodurch sich die Verzahnungselemente in der 
Dielektrikumsschicht verhaken und so fiir eine dauer- 
15 hafte Verbindung von Metallschicht und Dielektrikums- 
schicht sorgen. 

In einer Weiterbildung der Erfindung ist es vorgese- 
hen, die Stengelspitzen der kristallinen Strukturen mit 
Oxidelementen zu versehen. Dies kann z. B. durch eine 
20 Oxidation nach dem Aufbringen der Dendriten auf die 
Metallflache geschehen. Die Oxidation erfolgt z. B. in 
einem Trocken- oder NaBprozeB. Solche Metalloxidele- 
mente begunstigen die Verzahnung der Metallschicht 
mit der darunierliegenden Dielektrikumsschicht, Damit 
25 wird eine Art Knopfdruckeffekt auf der Dielektrikums- 
schicht erzeugt. Die Metalloxideiemente konnen z. B. 
kugelformige Formen annehmen. 

In einer anderen Weiterbildung der Erfindung weist 
die Metallschicht eine Dicke von etwa 35 \im bis etwa 
30 105 iim, vorzugiweise etwa 70 jxm, auf und ist als Me- 
tallfolie ausgebiidet Die heute ublichen Metallfoiien zur 
Bildung eines Tragerbandes fiir Chipkartenmodule sind 
35 p.m oder 70 jim dick. Die Dielektrikumsschicht weist 
eine Dicke von etwa 100 \im bis 120 jxm auf. 
35 Da beim Durchlauf durch die Produktionslinie das aus 
Metallschicht und Dielektrikumsschicht bestehende 
Tragerband temperaturintensiven Prozessen ausgesetzt 
ist, sollte als Dielektrikumsmaterial ein Hochtempera- 
tur-Thermoplast verwendet werden, Als Thermoplaste 

40 sind insbesondere geeignet: PEEK (Polyetheretherke- 
ton), PEI (Polyetheremide), PES (Polyester), PEU (Poly- 
etherurethan), LCP (flussigkristalline Polymere) und 
PEN (Polyethernaphthalat). 

Das Verfahren zur Herstellung eines klebstoffreien 
45 Tragerbandes nach der Erfindung besteht im wesentii- 
chen aus folgenden Verfahrensschritten: 


-- Bereitstellen einer Metallschicht, welche auf ei- 
ner ihre Flachen mit Verzahnungselementen verse- 
so hen ist, 

— Bereitstellen einer Dielektrikumsschicht; 

— flachiges Aufeinanderlegen der Metallschicht 
und der Dielektrikumsschicht derart, daB die mit 
Verzahnungselementen versehene Flache der Me- 
ss tallschicht der Dielektrikumsschicht zugewandt ist; 

— Verpressen der Metallschicht und der Dielektri- 
kumsschicht derart, daB die Verzahnungselemente 
in die Dielektrikumsschicht eindringen. 

60 Das Verpressen der Metallschicht und der Dielektri- 
kumsschicht erfolgt vorzugsweise unter Warmezufuhr 
in einem LaminierprozeB, z. B. einem Rollenlaminier- 
prozeB. bei welchem die ubereinandergelegte Metall- 
schicht und Dielektrikumsschicht in Druckrollen einlau- 
65 fen und von diesen zusammengedruckt werdea Das die 
Metallschicht bildende MetalJband und das die Dielek- 
trikumsschicht bildende Dielektrikumsband wird vor 
dem gegenseitigen Aufeinanderlegen in ahnlicher Wei- 
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n der ol 


dem Stanzvor- 
oben envahnten 


se strukturiert, z. B. durch Stanzen: 
gang werden beide Schichten in 
Weise kleberfrei zusammengefiigt unter Einsatz der 
Verzahnungselemente, die in die Dieiektrikumsschicht 
eingreifen unddort verhaken. 

Bei der Auswahl des Materials fur das Dielektrikum 
ist auf dessen Materialschrumpfung zu achten. Es ist 
namiich unter Beriicksichtigung der dilathermischen 
Fehlanpassung zwischen der Metallfolie und dem Di- 
elektrikum ein Geometrie-Vorhait bei der Strukturie- 
rung der Dieiektrikumsschicht zu berucksichtigen, da- 
mit ein hinreichender Overlay-Passungsgenauigkeits- 
wert zwischen der Metallschicht und der Dieiektrikums- 
schicht erzielt wird. 

Mit dem erfindungsgemaBen Tragerband konnen die 
Kosten fiir die Herstellung im Vergleich zu herkommli- 
chen Tragerbandern um etwa 30% reduziert werden, da 
einerseits kein KJebstoff verwendet wird und somit der 
Verfahrensschritt der KJebstoffaufbringung entfallt und 
andererseits eine fotolithographische Strukturierung 
des MetaJlbandes, wie es bisher erforderlich war, nicht 
mehr notwendig ist. Bei dem erfindungsgemaBen Her- 
steJlungsverfahren kann die Strukturierung des Metall- 
bandes durch einfaches Herausstanzen erreicht werden. 

Das Tragerband nach der Erfindung wird nachfol- 
gend im Zusammenhang mit zwei Figuren naher erlau- 
tert. Es zeigen: 

Fig. 1 Ein Ausschnitt aus dem Tragerband mit noch 
nicht zusammengefugter Metallschicht und Dieiektri- 
kumsschicht, und 

Fig. 2 das Tragerband von Fig. 1 mit Metallschicht 
und Dieiektrikumsschicht nach dem Zusammenfiigen. 

In Fig. 1 ist schematisch eine Metallschicht 1 und eine 
Dieiektrikumsschicht 7 dargestellt. die zur Biidung eines 
Tragerbandes fiir Chipkartenmodule bereits ubereinan- 
der angeordnet sind, jedoch mit ihren gegenuberliegen- 
den Flachen noch zueinander im Abstand stehen. Die 
Metallschicht 1, die beispielsweise eine Kupferfolie ist 
weist an ihrer der Dieiektrikumsschicht 7 zugewandten 
Flache 3 eine Vielzahl von Verzahnungselementen 3 auf, 
welche von der Metallschicht 1 in Richtung Dieiektri- 
kumsschicht 7 hervorstehen. Diese Verzahnungsele- 
mente 3 sind stengelkristalline Strukturen, die nachfol- 
gend als Dendriten bezeichnet werden und welche bei- 
spielsweise durch elektrolytisches Abscheiden auf der 
Metallschicht 1 gebildet wurden. Bei der Verwendung 
einer Kupferfolie als Metallschicht 1 handelt es sich bei 
den Verzahnungselementen 3 fim Kupfer-Dendrite. 
Vorzugsweise sitzen auf den Spitzen der kristallinen 
Strukturen, also der Dendriten, Metalloxidelemente 5, 
die z. B. kugelfdrmige Formen aufweisen. im vorliegen- 
den Ausfuhrungsbeispiel sind dies Kupferoxid-Kugeln. 
Diese Kupferoxid-Kugeln dienen zur besseren Verzah- 
nung der Kupfer-Dendriten beim Zusammenfugen der 
Metallschicht 1 und der Dieiektrikumsschicht 7. Die an 
den distalen Enden der Dendriten 3 angeordneten Me- 
talloxidelemente 5 erzeugen namiich beim Zusammen- 
fiigen der Metallschicht 1 und der Dieiektrikumsschicht. 
7 eine Art Knopfdruckeff ekt. 

In Fig. 2 ist die Metallschicht t in einem Laminierpro- 
zeB mit der darunterliegenden Dieiektrikumsschicht 7 
verpreBt worden. Das Zusammenfiigen der Metall- 
schicht 1 mit der Dieiektrikumsschicht 7 erfolgt bei- 
spielsweise durch Warmezufuhr in einem RoUenlami- 
nierprozeB. Hierbei verzahnen die Verzahnungsele- 
mente 3, also im voriiegenden Ausfuhrungsbeispiel die 
Kupfer-Dendrite der Kupferfolie mit der aufgeweichten 
Oberflache der Dieiektrikumsschicht. wodurch eine 


dauerhafte Verbindu^^^r Metallschicht 1 mit der Di- 
eiektrikumsschicht 7 erreicht wird. 

In den Fig. 1 und 2 ist der Einfachheit halber davon 
ausgegangen worden, daB sowohldie Metallschicht I als 
5 auch die Dieiektrikumsschicht 7 in ihren AuBenabmes- 
sungen quadratisch strukturiert ist, was beispielsweise 
durch Stanzen erfolgte. Die AuBenabmessungen kon- 
nen jedoch in beliebiger Weise variiert werden, wobei 
natiirlich das Stanzwerkzeug entsprechend angepaBt 
10 werden muB. 

Auf die problembehaftete Verwendung einer Kleb- 
stoffschicht zwischen der Metallschicht 1 und der Di- 
eiektrikumsschicht 7 wird bei dem Tragerband nach der 
Erfindung, wie erlautert, verzichiet, weswegen bei den 
15 temperaturintensiven Prozessen in der Fertigungsiinie, 
bei dem das Tragerband mit Chipkartenmodulen oder 
Chipmodulen bestiicki wird,keine Ausgasungsriickstan- 
de auftreten konnen. 

20 Bezugszeichenliste 

1 Metallschicht 

3 Verzahnungselemente, Dendrite 
5 Metalloxidelemente 
25 7 Dieiektrikumsschicht 

Patentanspriiche 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


60 


65 


1. Tragerband mit einer Metallschicht und einer 
Dieiektrikumsschicht, welche miteinander festste- 
hend verbunden sind. dadurch gekennzeiciinet, 
daB die Metallschicht (I) auf ihrer der Dieiektri- 
kumsschicht (7) zugewandten Flache Verzahnungs- 
elemente (3) aufweist, welche in die Dieiektrikums- 
schicht (7) zur Halterung eingreifen. 

2. Tragerband nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verzahnungselemente (3) als sten- 
gelformige Kristalle, insbesondere Dendrite (3), der 
Metallschicht (1) ausgebildet sind. 

3. Tragerband nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB an den stengelformigen iCristallen 
endseitig Metalloxidelemente (5) angeordnet sind. 

4. Tragerband nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Metalloxidelemente (5) minde- 
stens annahernd kugelfdrmige Formen aufweisen. 

5. Tragerband nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet. daB die Metallschicht (1) 
eine Dicke von etwa 35 am bis etwa 105 jxm, vor- 
zugsweise etwa 70 um, aufweist und als Metallfolie 
ausgebildet ist. 

6. Tragerband nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Metallschicht 0) 
als Kupferschicht ausgebildet ist. 

7. Tragerband nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verzahnungselemente (3) Kupfer- 
Dendrite (5) sind. 

8. Tragerband nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Metalloxidelemente (5) 
Kupferoxidelemente (5)sind- 

9. Tragerband nach einem der Anspriiche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Dieiektrikums- 
schicht (7) eine Dicke von etwa 100 jim bis 120 \Lm 
aufweist, 

ID. Tragerband nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Dieiektrikums- 
schicht (7) aus einem hochtemperaturbestandigen 
Thermoplast bestehL 

1 1. Tragerband nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
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dadurch gekennzeichnet, daB^^BTragerband zur 

Halterung von ChipmoduIen.^iKesondere Chip- 
kartenmodulen vorgesehen ist 

12. Verfahren zur Hersiellung eines Tragerbandes 
nach einem der Anspriiche 1 bis 1 1, gekennzeichnet 5 
durch folgende Verfahrensschritte: 

— Bereitstellen einer Metalischicht (1), welche 
auf einer ihrer Flachen mit Verzahnungsele- 
menten (3) versehen ist, 

— Bereitstellen einer Dielektrikumsschicht (7); 10 

— flachiges Aufeinanderlegen der Metali- 
schicht (1) und der Dielektrikumsschicht (7) 
derart, daB die mit Verzahnungselementen (3) 
versehene Fiache der Metalischicht (1) der Di- 
elektrikumschicht (7) zugewandt ist; 15 

— Verpressen der Metalischicht (1) und der 
Dielektrikumsschicht (7) derart, daB die Ver- 
zahnungselemente (5) in die Dielektrikums- 
schicht (7) eindringen, 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 20 
zeichnet, daB das Verpressen unter Warmezufuhr 

in einem LaminierprozeB erfolgt. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der LaminierprozeB ein Rollenlami- 
nierprozeB ist 25 

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Metalischicht (1) 
und Dielektrikumsschicht (7) vor dem Aufeinander- 
legen in ahnlicher Weise strukturiert werden. 

16- Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB die Strukturierung durch Stanzen der 
Metalischicht (1) und/oder Dielektrikumsschicht (7) 
erfolgt. 

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Dielektrikumsschicht (7) 35 
aufgrund ihres unterschiedlichen thermischen Ver- 
haltens zur Metalischicht (1) mit groBeren AuBen- 
abmessungen strukturiert wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 12 oder 
17, dadurch gekennzeichnet, daB die Verzahnungs- 40 
eiemente (3) stengelkristalline Strukturen sind, wel- 
che durch einen elektrochemischen ProzeB aus der 
Gaivanik erzeugt werden. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die stengelkristallinen Strukturen oxi- 45 
diert werden. 

20. Verfahren *nach Anspruch 19, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Oxidation in einem Trocken- oder 
NaBprozeB erzeugt wird. 
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